
第17巻　第12号 レ ザ　　　研究 （848）
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　Si半導体産業のめざましい進歩は今日の情

報化社会進展の基礎となっている。

　一方，21世紀の高度情報化社会の担い手とし

て注目されているのが光技術である。レーザー

がTownesにより発明されて人間はコヒーレン

ト光を手にいれ，それを自由に使ってきた。な

かでも半導体レーザーは，真空管がトランジス

タになったように各種電子部品の半導体化の流

れをコヒーレント光源においても実現した。

GaAsのpn接合でレーザー発振が報告されたの

は1962年のことであった。！970年にはD　H構造

による室温CW発振が相次いで報告され，永い

間の夢が実現した。しかし，それから半導体レ

ーザーが実際に機器に応用されるまでに，さら

にio年の歳月が必要であった。1982年に，つい

に半導体レーザーはCD（コンパクトディスク）

という応用製品に巡りあった。

　CDはレーザーという極めて精巧な光素子と

ミラーやレンズなど，およそ量産にはなじま

ないと考えられた光学部品とを見事に民生用の

大量生産品として実用化するのに寄与した。特

に日本の技術レベルはこの分野では欧米をしの

ぎ，C　Dの生産は日本の独壇場といえるまでに

なった。

　一方，半導体レーザーは光通信分野で光産

業の一方の担い手である。これら情報処理機

器と光通信という二大分野での半導体レーザー

技術が光産業を大きく伸ばし，また将来の進展

を約束している。しかし21世紀には12兆円産業

として大きく期待されている産業であるが，必

ずしも予測通りにいくか疑問がある。それは，

半導体レーザーの市場規模が思ったより大きく

ないことと，光通信分野での伸びが予測を下回

づているからである。特に半導体レーザーの企

業化を進めている我々にとっては半導体レーザ

ーの市場規模が以外に小さいのは気になること

であり，C　Dに匹敵する半導体レーザーの新し

い応用分野の出現が待たれる。半導体レーザー

自身は短波長（可視光）化や高出力化，多機能

化が進められており，新しい材料の半導体レー

ザー（AIGaInPなど）やワット級半導体レーザ

ー，さらには多ビーム化，OEIC化と著しく進

展している。これらの新機能半導体レーザーの

実用化には今後光システムヘの展開やそれを利

用するソフト技術の開発が極めて重要である。

　GaAsレーザーの発振をスタートとするほぼ

10年周期のブレークスルーは，1990年に果たし

て来るのか，来るとすればどのような形で生ま

れてくるのか研究者の一人として大いなる期待

を持ちたいものである。
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